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 XXXIII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС,  13 – 17 февраля 2006 г.


Кинетика стационарных слоев потенциала в разреженной плазме вблизи диэлектрической поверхности с учетом вторичной электронной эмиссии

*А.И. Морозов, В.В. Савельев

Институт прикладной математики  РАН, Москва, Россия, e-mail: savelyev@kiam.ru
*РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

В докладе представлены результаты теоретического исследования распределения электрического потенциала и плотностей электронов и ионов вблизи диэлектрической стенки в условиях, когда заметную роль играет вторичная электронная эмиссия (ВЭЭ). Находятся точные решения стационарных кинетических уравнений для электронов и ионов совместно с уравнением Пуассона для электрического потенциала
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Здесь 
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- функции  распределения электронов и ионов,  x , V  - координата и скорость по нормали к поверхности диэлектрика, 
[image: image6.wmf]()

x

f

 - электрический потенциал.  Дополнительно требуется выполнение условий баланса потоков электронов и ионов и квазинейтральности плазмы на большом расстоянии от стенки. Граничное условие для функции распределения электронов на поверхности диэлектрика учитывает спектр вторичных электронов.  Построены монотонные решения для случаев низких и высоких  температур падающих электронов. При низких температурах (мало вторичных электронов) потенциал и плотности частиц монотонно убывают  к стенке, и решение имеет вид классического дебаевского слоя. Поверхность заряжена отрицательно. По мере увеличения температуры электронов увеличивается количество вторичных электронов, потенциал на стенке растет и формируется режим с монотонно растущим потенциалом и плотностью частиц (антидебаевский слой). При этом часть вторичных электронов не уходит в плазму, а возвращается на стенку.  При дальнейшем увеличении температуры потенциал на стенке «выходит на насыщение». Плотность же электронов у стенки продолжает увеличиваться.  Функции распределения электронов имеют разрыв, обусловленный наличием вторичных электронов. На рис. показана зависимость потенциала на стенке как функция параметра 
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 - температура падающих электронов, 
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- параметр ВЭЭ). 

Более простая гибридная модель процессов в слое [1] (ионы описывались в приближении холодной гидродинамики)  давала похожие результаты для случая низких температур, но не имела монотонных решений при более высоких температурах.        
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